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硅 基 压 力 传 感 器

1 范围

本标准规定了硅基压力传感器(以下简称传感器)的术语和定义、分类与命名、基本参数、要求、试验

方法、检验规则和标志、包装、运输及贮存。
本标准适用于硅基压力传感器。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。
GB/T191—2008 包装储运图示标志

GB/T2423.1—2008 电工电子产品环境试验 第2部分:试验方法 试验A:低温

GB/T2423.2—2008 电工电子产品环境试验 第2部分:试验方法 试验B:高温

GB/T2423.3—2006 电工电子产品环境试验 第2部分:试验方法 试验Cab:恒定湿热试验

GB/T2423.5—1995 电工电子产品环境试验 第2部分:试验方法 试验Ea和导则:冲击 
GB/T2423.10—2008 电工电子产品环境试验 第2部分:试验方法 试验Fc:振动(正弦)
GB/T2423.15—2008 电工电子产品环境试验 第2部分:试验方法 试验Ga和导则:稳态加速度

GB/T2423.16—2008 电工电子产品环境试验 第2部分:试验方法 试验J及导则:长霉 
GB/T2423.17—2008 电工电子产品环境试验 第2部分:试验方法 试验Ka:盐雾 
GB/T2423.22—2002 电工电子产品环境试验 第2部分:试验方法 试验N:温度变化

GB/T2829—2002 周期检验计数抽样程序及表 (适用于对过程稳定性的检验)
GB/T7665—2005 传感器通用术语

GB/T7666—2005 传感器命名法及代码

GB/T14479 传感器图用图形符号

GB/T17626.1—2006 电磁兼容 试验和测量技术 抗扰度试验总论

GB/T18459—2001 传感器主要静态性能指标计算方法

JJG624—2005 动态压力传感器

3 术语和定义

GB/T7665—2005界定的以及下列术语和定义适用于本文件。
3.1 

硅基压力传感器 silicon-basedpressuresensors
以硅或硅复合材料为基本材料,由能独立实现压力测量功能的敏感器件(或组件)构成的传感器。

4 分类与命名

4.1 分类

4.1.1 传感器输出信号类型

传感器按输出信号类型可分为:
1
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